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Prufungsantrag gem. § 44 PatG tst gestellt 

@ Verfahren zur Verblndung eines flexiblen Substrata mit einem Chip 

(§) Verfahren zur thermischen Verblndung von Kontalctele- 
menten (14, 15) einas flexiblen Substrata (10) mit Kontakt- 
metailistarungen (17) eInes elektronischen Bauelements (12) 
, wobai das flexible Substrat eina Trdgarschlcht (13) aus 
Kunatstoff aufwaist und eine Energiebeaufschtegung der 
Kontalctelemente von deren Rucksette her erfolgt, mit einer 
Beaufschlagung mit Laserstrahlung (11), wobet dieTranspa- 
ranz das Substrata (19). die Absorption der Kontaktalamanta 
(14, 15) und die Weilenlanga der Laserstrahlung (11) darart 
aufelnander abgastimmt sind, daS die Laserstrahlung im 
wasentlichan durch dia Trdgerschicht (13) hindurchgeleltet 
und In dan KontakteJementan (14, 15) absorblart wird, und 
eIner Druckbeaufschlagung das Substrata (10) darart, daft 
^ die Kontaktalemente (14, 15) des Substrats (10) und die 
" KontaktmetalDsierungen (17) des Bauelements (12) wflhrend 
f der Beaufschlagung mit Laserstrahlung (11) aneinander 
anliegen. 
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Beschreibung 

Die vorliegend Erfindung betrifft ein Verf ahren zur 
thermischen Verbindung von Kontaktelementen eines 
flexiblen Substrats mil Kontaktmetallisierungen eines 5 
lektronischen Bauelements, wobei das flexible Substrat 
cine Trggerschicht aus ICunststoff aufweist und eine 
Energiebeaufschlagung der Kontaktelemente von de- 
ren Rflckseite her erfolgt 

Zur Verbindung von flexiblen Substraten mit einem 10 
elektronischen Baueiement, beispieisweise ein Chip, 
wird bislang Qblicherweise das Thermokompression- 
Verfahren eingesetzt, bei dem eine sogenannte Thermo- 
de unter Einwirkung von Druck und Temperatur gegen 
Kontaktelemente des Substrats gedrOckt wird, urn diese 15 
mit Kontaktmetallisierungen des Chips zu verbinden. 
Um hierbei BeschSdigungen der temperaturempfindli- 
chen Kunststoff-Tragerschicht des Substrats, die in der 
Regel eine Zersetzungstemperatur aufweist, die im Be- 
r ich der zur Verbindung notwendigen Temperatur 20 
liegt, zu verhindem, ist es bei dem bekannten Verfahren 
erforderlich, vor Beaufschlagimg der Kontaktelemente 
mit Druck und Temperatur die Tragerschicht und gege- 
benenfalls eine die Tragerschicht mit den Kontaktele- 
menten verbindende Kleberschicht zu entfemen, so daB 25 
ein unmittelbarer Zugriff auf die Kontaktelemente des 
Substrats von deren RQckseite her moglich ist. Die Ent- 
femung der TrSgerschicht erweist sich in der Praxis als 
s hr aufwendig; in der Regel werden hierzu in einem 
separaten Verfahren als "windows" bezeichnete Offnun- 30 
gen in die TrSgerschicht des Substrats geatzt Derart 
vorbereitete Substrate lassen sich dann mittels einer als 
Inner-lead-bonding" bezeichneten Verbindungstechnik 
im Rahmen eines als "tape-automated-bonding" be- 
z ichneten, automatisierten Verbindungsverfahrens 35 
insetzen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, ein Verfahren vorzuschlagen, das ohne das vor- 
stehend geschilderte separate Verfahren eine Verbin- 
dung von flexiblen Substraten mit elektronischen Bau- 40 
elementen ermdglicht 

GemaB einer ersten durch die Merkmale des An- 
spnichs 1 gegebenen Ldsung ist bei dem erfindungsge- 
maBen Verfahren eine Beaufschlagimg der Kontaktele- 
mente mit Laserstrahlung vorgesehen, wobei die Trans- 45 
parenz des Substrats bzw. die Absorption der Kontakt- 
elemente genutzt wird, um mit einer entsprechend dar- 
auf abgestimmten Laserstrahlungs-Welleniange die 
Strahlung im wesentlichen durch das Substrat hindurch- 
zuleiten und in den Kontaktelementen zu absorbieren. 50 
Weiterhm wird erfmdungsgemaB der Beaufschlagung 
mit Laserstrahlung eine Druckbeaufschlagung uberla- 
gert, derart, daB wahrend der Beaufschlagung mit La- 
serstrahlung die Kontaktelemente des Substrats und die 
Kontaktmetallisierung des Bauelements aneinanderge- 55 
druckt werden. 

Diese Druckbeaufschlagimg erweist sich als beson- 
ders wichtig, da hiermit die Ausbildung von Luftspalten 
zwischen den Kontaktelementen und den Kontaktme- 
tallisierungen verhindert wird und eine sichere Warrae- eo 
kopplung zwischen diesen gegeben ist Eine unzurei- 
chende Warmekopplung kdnnte zu einem Warmestau 
im Bereich der Kontaktelemente ftihren, was wiederum 
eine unerwilnschte Temperaturbelastung des Substrats 
bzw. d r Tragerschicht und gegebenenfalls einer die 65 
Tragerschicht mit den Kontakt lementen verbindenden 
Kleberschicht bewirken wOrde. 

Durch V rwendung von Strahlungsenergie zur Tern- 
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peraturbeaufschiagung der Kontaktelemente werden 
die im Normalfall beispieisweise bei einer aus Polyimid 
gebildeten Kunststoff-Tragerschicht gegebenen guten 
Transparenzeigenschaften ausgenutzt, um aufgrund der 
guten Absorptionseigenschaften der metallischen Kon- 
taktelemente die fOr die thermische Verbindimg not- 
wendige Temperatur lediglich im Verbindungsbereich 
zu erzeugen. 

Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn die 
Energiebeaufschlagung mit einer Lichtleitfaser erfolgt, 
die sowohl zur Einleitung der Laserstrahlimg in das 
Substrat als auch zur Druckbeaufschlagung dient Bei 
Anwendung einer derartigen Variante des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens wird die Verfahrensdurchfflhrung 
mit einem minimalen Aufwand fur die zur Durchfiih- 
rung des Verfahrens bendtigten Vorrichtungen mdglich. 

Wenn dartiber hinaus zur Druckbeaufschlagung die 
Lichtleitfaser mit ihrer Faserendflache unmittelbar ge- 
gen die Tragerschicht des Substrats gedrflckt wird. wird 
noch eine weitere Vereinfachung in der DurchfOhrung 
des Verfahrens ermoglichL 

GemaB weiteren vorteilhaften Ausfuhrungen des 
Verfahrens besteht auch die Mdglichkeit, die Energie- 
beaufschlagung mittels einer Lichtleitfaser oder einer 
Lichtleitoptik vorzunehmen, und zur Druckbeaufschla- 
gung erne separate, also hiervon unabhangige, Andruck- 
einrichtimg zu verwenden. Hierdurch ist es mdglich, die 
Andruckeinrichtung in ihrer Ausftihrung den jeweils ge- 
gebenen, aktuellen Abmessungen des Substrats bzw. 
des Bauelements anzupassen. 

Eine Mdglichkeit zur Druckbeaufschlagung besteht 
darin, in einem Kontaktbereich zwischen dem Substrat 
und dem Bauelement Unterdruck zu erzeugen. 

GemaB einer zweiten Ldsung, deren Merkmale durch 
den Gegenstand des Anspruchs 6 gegeben sind, erfolgt 
die Verbindung des Substrats mit dem Bauelement in 
zwei Phasen. ErfindungsgemaB erfolgt in einer ersten 
Phase eine Beaufschlagimg der Tragerschicht mit Ultra- 
schall-induzierten mechanischen Schwingungen und 
Druck, derart, daB ein einen AnschluBbereich eines 
Kontaktelements iiberdeckender Tragerschichtbereich 
freigelegt wird. In einer nachfolgenden zweiten Phase 
erfolgt eine Beaufschlagung des nunmehr im AnschluB- 
bereich ruckseitig freigelegten Kontaktelements mit 
Druck und Temperatur und/oder Ultraschall-induzier- 
ten mechanischen Schwingungen zur Verbindung mit 
der zugeordneten Kontaktmetallisierung. 

Auch dieses zweite erfindungsgemaBe, zum ersten er- 
findungsgemaBen Verfahren alternative Verbindungs- 
verfahren ermoglicht eine Kontaktierung zwischen ei- 
nem Substrat und einem Bauelement ohne eine getrennt 
vom Verbindungsvorgang und unabhangig von diesem 
durchgefuhrte Vorbehandlung des Substrats in einem 
separaten Verfahren. \^elmehr erfolgen gemaB der 
zweiten erfindungsgemaBen Ldsung die erste Phase, die 
zur Vorbereitung der eigentlichen Kontaktierung dient, 
und die zweite Phase, die eigentliche Kontaktierungs- 
phase, miteinander kombiniert in einem Arbeitsgang. 
Dabei wird far die "Freilegung" der Kontaktelemente 
im AnschluBbereich eine Energiebeaufschlagung ge- 
wahlt, die im wesentlichen durch Ultraschall-induzierte 
Schwingungen und Druck gekennzeichnet ist, also Ener- 
gieformen, die sich fur die Kunststoff-Tragerschicht als 
unschadlich erweisen, da sie nur diskret wirksam sind 
und nicht wie eine Temperaturbeauf schlagimg der Tra- 
gerschicht zu groBfladiigen Zersetzung n der Trager- 
schicht Oder zu Delaminationen zwischen den Kontakt- 
elementen und der Tragerschicht fflhren. Die zur Her- 
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stellung der thennischen Verbindung notwendige Tem- 
peraturbeaufscfalagung erfolgt bei dieser zweiten erfin- 
dungsgem^en Erfahningsaiteraative abereinstiinmend 
rait der ersten erfindungsgemaBen Verfahrensaiternati- 
ve lediglich ixn Verbindungsbereich zwischen den Kon- 
taktelementen des Substrats und den Kontaktmetallisie- 
rungen des Bauelements. 

Als besonders vorteilhaft erweist sich die vorgenann- 
te erfindungsgemaBe Verfahrensalternative, wenn die 
Energiebeaufschlagimg mittels einer stiftformigen 
Thermode erfolgt, die w^hrend der ersten Phase zur 
Beaufschlagung der Tragerschicht mit Ultraschaii und 
walirend der zweiten Phase zur Beaufschlagung des 
Kontaktelements mit Temperatur und/oder Ultraschaii 
beaufschlagt wird. Hierdurch wird es nSmlich moglich, 
beide Phasen mit ein und demselben Werkzeug durch- 
zufahren, so daB sich das Verfahren als besonders ein- 
fach in der DurchfQhrung erweist und auch nur eine 
entsprechend einfach ausgebildete Vorrichtung zu des- 
sen Durchfiihrung notwendig ist 

Nachfolgend werden die beiden erfindungsgemaBen 
Verfahrensaitemativen beispielhaft anhand der Zeich- 
nimgen naher erl^utert Es zeigen: 

Fig, 1 ein Verbindungsverfahren unter Verwendung 
von Laserstrahlung; 

Fig. 2 ein Verbindungsverfahren unter Anwendung 
einer aus Ultraschaii und Temperatur kombinierten 
Energiebeaufschlagung. 

Rg. 1 zeigt eine Variante der ersten erfindungsgema- 
Ben Verfahrensalternative, bei der eine Beaufschlagung 
eines Substrats 10 mittels einer Laserstrahlung 11 zur 
Verbmdung mit elnem Chip 12 erfolgt 

Das Substrat 10 weist eine Tragerschicht 13 aus Poly- 
imid auf, die zur AusbUdung von Kontaktelementen 14, 
15 mh einer bei diesem Ausfilhrungsbeispiel des Sub- 
strats 10 etwa durch Sputtem aufgebrachten Metallisie- 
rungl6besteht 

Der Chip 12 weist auf seiner den Kontaktelementen 
14, 15 des Substrats 10 zugewandten Oberseite erhdhte, 
ublicherweise als Bumps bezeichnete Kontaktmetalli- 
sierungen 17 auf, die zur Verbimlung mit den Kontakt- 
elementen 14, 15 dienen. 

Die Kontaktelemente 14, 15 des Substrats 10 beste- 
hen im wesentlidien aus Kupfer, das mit einer dOnnen 
Oberfiachenbeschichtung aus Gokl versehen ist Die 
Kontaktmetallisierungen 17 des Chips bestehen bei die- 
sem AusfOhrungsbeispiel aus einer Gold-/Zinn-Legie- 
rung (Au-Sn 80/20 mit einer Schmelztemperatur von 
etwa 280** C). 

Die in Fig. 1 dargestellte, nachfolgend erl&uterte Ver- 
bindungstechnik ist ebenso beim Tape-Automated-Bon- 
ding- Verfahren wie beim Flip-Chip- Verfahren anwend- 
bar. 

Zur Beaufsdilagung des Substrats 10 mit Laserstrah- 
lung 11 dient bei dem in Fig. 1 dargestellten AusfOh- 
rungsbeispiel eine Lichtleitfaser 18^ die auf die den Kon- 
taktelementen 14, 15 gegenaberliegende Ruckseite 19 
der Tr&gerschicht 13 mit ihrer FaserendflSche 20 aufge- 
setzt wird. Die Aufsetzstelle ist dabei so gewahlt, daB 
sich eine Oberdeckung mit einem AnschluBbereich 21 
des Kontaktelements 14 ergibt Allgemein gilt daB das 
Substrat 10 und der Chip 12 so zueinander positioniert 
sind, daB die einzeinen AnschluBbereiche 21 der K n- 
taktelemente 14 bzw. 15 den jeweiligen Kontaktmetalli- 
sierungen 17 des Qiips 12 zugeordnet sind. Die Verbin- 
dung der einzeinen Kontaktelemente 14, 15 mit den zu- 
geordneten KontaktmetalMerungen 17 kann im soge- 
nannten "single-point-bonding^-Verfahren erfolgen, bei 



dem nacheinander die Verbindungen zwischen den ein- 
zeinen Paarungen aus Kontaktelementen 14 bzw. 15 
und Kontaktmetallisierungen 17 durchgefulirt werden. 
Zur thermischen Verbindung zwischen einem Kon- 
5 taktelement 14 und einer zugeordneten Kontaktmetalli- 
sierung 17 wird das Substrat 10 mit der FaserendflSche 
20 der Lichtleitfaser 18 gegen den Chip. 12 gepreBt so 
daB das Kontaktelement 14 und die Kontaktmetallisie- 
rung 17 spaltfrei aneinander anliegen. Die Beaufschla- 

10 gung des Substrats 10 mit der Laserstrahlung 11 erfolgt 
uber eine an die Lichtleitfaser 18 angekoppelte Laser- 
quelle 22, fOr die sich bei der vorstehend angegebenen 
Kombination aus dem Material f Qr die Tr^erschldit 13 
und dem Material fur das Kontaktelement 14 besonders 

15 ein Nd:Y AG- Laser eigne t, der eine Laserstrahlung mit 
einer Wellenlange von 1065 nm emittiert Bezogen auf 
diese WellenlSnge weist die Polyimid-TrSgerschicht 13 
eine Transmission von 88% auf. Ein erheblicher Anteil 
der nicht hindurchgeieiteten Strahlung wird reflektiert, 

20 so daB lediglich ein vergleichsweise geringer Strah- 
lungsanteil absorbiert wird Die Absorption der Laser- 
straiilung 11 erfolgt im wesentlichen in dem aus Kupfer 
gebildeten Kontaktelement 14, das sich entsprechend 
erwarmt Ober die vorstehend beschriebene spaltfreie 

25 Ankopplung des Kontaktelements 14 an die Kontakt- 
metallisierung 17 erfolgt eine im wesentlichen verlust- 
freie Weiterleitung der in Warmeenergie umgesetzten 
Laserenergie in die Kontaktmetallisierung 17. so daB 
sich diese auf die erforderliche Schmelztemperatur er- 

30 wirmt 

Um zu verhindern, daB es zu einer Oberhitzung im " 
Verbindungsbereich zwischen dem Kontaktelement 14 
und der Kontaktmetallisierung 17 mit Ausbildung eines 
entsprechenden WSrmestaus kommt ist es insbesonde- 

35 re in dem Fall, daB die Leistung der verwendeten Laser- 
quelle noch nicht 100%ig auf die miteinander kombi- 
nierten Materialen des Substrats, der Kontaktelemente 
und der Kontaktmetallisierungen 17 abgestimmt ist, 
vorteilhaft wenn die im Verbindungsbereich erzielte 

40 Verbindungstemperatur, insbesondere die sich daraus in 
der Tr&gerschicht 13 ergebende Temperatur, durch eine 
hier nidit n^er dargestellte Temperaturregelung aber- 
wacht wird. Dies kann beispielsweise unter Zuhilfenah- 
me eines Infrarot-Detektors 23 erfolgen* der die von der 

45 Tragerschicht 13 bzw. der FaserendnHche 20 reflektier- 
te Infrarotstrahlung umgelenkt fiber ein Prisma 24 er- 
fs^t und als entsprechendes Regelsignal an eine hier 
nicht naher dargestellte Temperaturregeleinrichtimg 
weiterleitet 

50 Rg.2 erl&utert eine Variante einer weiteren erfin- 
dungsgem^en Verfahrensalternative, bei der die Ener- 
giebeaufschlagung eines Substrats 25 mittels einer 
Thermode 26 erfolgt 
Das Substrat 25 unterscheidet sich von dem Substrat 

55 10 darin, daB die Kontaktelemente 14, 15 nicht unmittel- 
bar auf die Tragerschicht 13 aufgebracht sind, sondem 
zwischenliegend eine Kleberschicht 27 zur Verbindung 
der Kontaktelemente 14, 15 mit der Trlgerschicht 13 
vorgesehen ist Bei einem derartig ausgebildeten Sub- 

60 strat kdnnen die Kontaktelemente aus einer auf die Tra- 
gerschicht auf laminierten Kupferfolie herausgearbeitet 
sein. Es wird betont daB die Ausbildung des Substrats 
10 bzw. 25 keinen wesentlichen EinfluB auf die Anwend- 
barkeit des in Fig. 1 und in Fig. 2 dargestellten Verfah- 

65 rens hat Vielmehr kdnnten die hier beispielhaft darge- 
stellten Substrate 10 oder 25 auch gegeneinander ausge- 
tauscht werdea 
Bei der in Rg.2 dargestellten Verfahrensvariante 
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wird die Thermode 26 mit ihrem stiftfdrmigen Thermo- 
denkopf 28, der im Durchmesser in etwa mit der in 
Fig- 1 dargesteJlten Lichtleitfaser 18 flbereinstimmt, ge- 
gen die RUckseite 19 der TrSgerschicht 13 gefahren, Der 
Thermodenkopf 28 wird in einer ersten Phase des Ver- 5 
bindungsvorgangs gegen den AnschluBbereich 21 des 
Kontaktelements 14 bewegt Hierzu wird im wesentli- 
chen durch Ultraschall-induzierte mechanlsche Mi- 
kroschwingungen der Thermode 26 bzw. des Thermo- 
denkopfs 28 unter gleichzeitiger Druckeinwirkung bzw. 10 
einer Vorschubbewegung die TrSgerschicht 13 sowie 
die Kleberschicht 27 im Tragerschichtbereich 29 ent- 
fernt Erst wenn der Thermodenkopf 28 im AnschiuBbe- 
reich 21 rUckwartig am Kontaktelement 14 anliegt, er- 
folgt in der zweiten Phase eine zum Aufschmeizen der 15 
Kontaktmetallisierung 17 ausreichende Energiebeauf- 
schlagung der Thermode 26, wobei gleichzeitig zur Si- 
cherstellung einer guten Warmekopplung die Thermo- 
de 26 gegen das Kontaktelement 14 gedrQckt wird. 

Die Art der Energiebeaufschlagung wird im wesentli- 20 
chen durch die miteinander zu verbindenden Materia- 
lien der Kontaktelemente bzw. der Kontaktmetallisie- 
rungen bestimmt Bei einer Gold/Gold-Kontaktierung 
erfolgt beispielsweise in der zweiten Phase eine Beauf- 
schlagung mit Ultraschall, Temperatur und gegenOber 25 
der ersten Phase erhdhtem Druck» um die Materialien 
durch eine PreBschweiBung miteinander zu verbinden. 
Bei einer Gold/Zinn-Kontaktierung ist es vorteilhaft fur 
die zweite Phase eine Beaufschlagung mit Temperatur 
und einem im Vergleich zum vorhergehenden Beispiel 30 
geringeren Druck zu wthlen, um die Materialien in ei- 
nem Ldtvorgang miteinander zu verbinden. 

Die zum Aufschmeizen der Kontaktmetallisierung 17 
und zur Verbindung der Kontaktmetallisienmg 17 mit 
dem Kontaktelement 14 notwendige Temperatur liegt 35 
bei etwa 400** C Diese Temperatur liegt im Bereich der 
Zersetzungstemperatur von Polyinud (etwa 400* C), so 
daB deutlich wird, daB eine unmittelbare Beaufschla- 
gung der Tragerschicht 13, also ohne vorhergehende 
Entfemung des TrSgerschichtbereichs 29, eine Bescha- 40 
digung der Tragerschicht 13 zur Folge hatte. 

Patentansprflche 

1. Verfahren zur thermischen Verbindung von 45 
Kontaktelementen eines flexiblen Substrats mit 
Kontaktmetallisierungen eines elektronischen Bau- 
elements, wobei das flexible Substrat eine Trager- 
schicht aus Kunststoff aufweist und eine Energie- 
beaufschlagung der Kontaktelemente von deren 50 
RQckseite her erfolgt, gekennzeichnet durch 
eine Beaufschlagung mit Laserstrahlung (1 1), wobei 
die Transparenz des Substrats (lOX die Absorption 
der Kontaktelemente (14, 15) und die Wellenlange 
der Laserstrahlung (11) derart aufeinander abge- 55 
stimmt sind, daB die Laserstrahlimg im wesentli- 
chen durch die Tragerschicht (13) hindurchgeleitet 
und in den Kontaktelementen (14* 15) absorbiert 
wird, und 

eine Druckbeaufschlagimg des Substrats (19) der- 60 
art, daB die Kontaktelemente (14, 15) des Substrats 
(10) und die Kontaktmetallisierungen (17) des Bau- 
elements (12) wahrend der Beaufschlagung mit La- 
serstrahlung (1 1) aneinander anliegen. 
Z V rfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB die Energiebeaufschlagung mittels ei- 
ner Lichtleitfaser (18) erfolgt, die sowohl zur Einlei- 
tung der Laserstrahlung (1 1) in das Substrat (10) ais 
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auch ziu- Druckbeaufschlagung dient 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Lichtleitfaser (18) zur Druckbe- 
aufschlagung mit ihrer Faserendfiache (20) unmit- 
telbar gegen die Tragerschicht (13) des Substrats 
(lO)gedriicktwird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Energiebeaufschlagung mittels ei* 
ner Lichtleitfaser (18) oder einer Lichtieitoptik er- 
folgt, und zur Druckbeaufschlagung eine hiervon 
unabhSngige Andruckeinrichtung eingesetzt wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Druckbeaufschlagung in einem 
Kontaktbereich zwischen dem Substrat (10) und 
dem Bauelement (12) Unterdruck erzeugt wird. 

6. Verfahren zur thermischen Verbindung von 
Kontaktelementen eines flexiblen Substrats mit 
Kontaktmetallisierungen eines elektronischen Bau- 
elements, wobei das flexible Substrat eine Trager- 
schicht aus Ktmststoff aufweist und eine Energie- 
beaufschlagung der Kontaktelemente von deren 
RUckseite her erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daB 
in einer ersten Phase eine Beaufschlagung der Tra- 
gerschicht (13) mit Ultraschall-induzierten mecha- 
nischen Schwingungen und Druck erfolgt, derart, 
daB ein einen AnschluBbereich (21) eines Kontakt- 
elements (14, 15) Qberdeckender Tragerschichtbe- 
reich (29) freigelegt wird, und in einer zweiten Pha- 
se eine Beaufschlagimg des Kontaktelements (14, 
15) mit Druck und Temperatur und/oder Ultra- 
schall-induzierten mechanischen Schwingungen 
zur Verbindung mit der zugeordneten Kontaktme- 
tallisierung (17) erfolgt 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Energiebeaufschlagung mittels ei- 
ner stiftfdrmigen Thermode (26) erfolgt, wobei die 
Thermode (26) wahrend der ersten Phase zur Be- 
aufschlagung der Tragerschicht (13) mit Uitraschall 
und wahrend der zweiten Phase zur Beaufschla- 
gung des Kontaktelements (14, 15) mit Temperatur 
und/oder Uitraschall beaufschlagt wird 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



ZEICHNUNGEN SETTE 1 



Nummer: DE 195 04 967 A1 

Int. CIA* H01L 21/603 

Offenlegungstag: 22. August 1996 




602 034/158 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Numm r: 
Int. CI «: 

Offeniegungstag: 



OE 195 04 967 A1 
H01L 21/603 
22. August 1996 




FIG. 2 



602034/156 



esp@cenet - Docxmient Bibliography and Abstract 



Page 1 of 1 



M thod f r bonding a flexibi substrate t a chip 



Patent Number 



US6478906 



Publication date: 



2002-11-12 



Inventoits): 
Applicant(s): 
Requested Patent: 



AZDASHT GHASSEM (DE); REICHL HERBERT (DE): ZAKEL ELKE (DE) 
FRAUNHOFER GES FORSCHUNG (OE) 



DEI 9504967 



Application Number: 
Priority Number(s): 
IPC Classification: 



US20000693255 20001020 



DEig951004967 19950215 



B32B31/16 



EC Classification: 



B23K20/10. H01L21/60C4, H01L21/60G. H05K3/32D 



Equivalents: 



JP10513610T. 



WOg625263 



Abstract 



Method for thenmally bonding contact elements (14, 15) of a flexible film substrate (10) to contact metallizations (17) of an 
electronic component (12), the flexible film substrate having a support layer (13) of transparent plastics material and energy being 
applied to the contact elements from their rear by means of laser radiation (11), the transparency of the support layer (13), the 
absorption of the contact elements (14. 1 5) and tiie wavelength of the laser radiation (1 1 ) being matched to one anotiier in such a 
way ttiat the laser radiation is essentially transmitted through the support layer (13) and absorbed in the contact elements (14. 15). 
and the pressure being applied to the substrate (10) in such a way tiiat the contact elements (14. 15) of the substrate (10) and the 
contact metallizations (1 7) of the component (12) are up against one anottier during tiie application of the laser radiation (1 1 ) in the 
region of an application point of the optical fibre 
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